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Resumen

Las aeaciones semiconductoras que tienen como
sustrato el GaSb tienen una energia de gap que puede
ser obtenida entre 1.58 eV (0.8 um) hasta0.03 eV (4.3
pm). En este periodo nos ocupamos en crecer peliculas
epitaxiales basadas en aleaciones de INA sy g;Shg g9 CON
longitud de onda alrededor de 3 um. Usamos también
las técnicas de espectroscopia raman, microscopia
electréonica de barrido (SEM) y de fuerza atémica
(AFM) asi como de fotoaclstica (PA); para
caracterizar sus propiedades Opticas, estructurales y la
calidad de la interface entre la pelicula y € substrato
bajo diversas condiciones de crecimiento.

Introduccion

Los semiconductores ternarios de InAs,.,Sb, tienen
energias banda prohibida que se puede variar entre
0.8 a 4.3 um. En este trabajo, estamos interesados en
el desarrollo de dispositivos basados en las aleaciones
de InAs,,Sb, con longitud de onda alrededor 3 um,
que corresponde a la estequiometria de compuestos
ternarios con una concentracion de alrededor del 90%
de arsénico; los cuales son usados para la deteccion
hidrocarburos aromaticos poli ciclicos (PAHSs) ya que
tienen bandas de absorcion infrarroja en el rango de
3.0-3.3 um. Estas peliculas de InAsSb serén la base
parafabricar fotodetectores IR.

Desarrollamos los protocolos para € crecimiento de
peliculas epitaxiales de InAsSb de alta calidad sobre
substratos de GaSb usando la técnica de epitaxia en
fase liquida (LPE). Para alcanzar crecimientos libres
de fundente, con superficies e interfaces lisas y con
buena calidad cristalina experimentamos diversos
valores para la temperatura de supersaturaciéon. Para
optimizar las condiciones acoplamiento de red entre el
substrato y la pelicula crecimos una serie de peliculas
de InAs,,Sh, con variaciones muy pequefias en la
temperatura del crecimiento.

Para caracterizar la calidad de la interfaz en la
heteroestructura GaSb/InAsSb medimos la
dependencia de la sefial (PA) en funcién de la
frecuencia en un rango hasta de 1100 hz para cada una
de las series de muestras con diversas temperaturas de
crecimiento. Usamos un modelo teérico de dos capas,
considerando todas las posibles fuentes de calor. De

los resultados experimentales para la dependencia de
la fase de la sefial PA en funcidn de la frecuencia, es
posible obtener e tiempo de recombinacién no-
radiativo, t,, y € tiempo de recombinacién no-
radiativo de la interfaz, 1, paratodas las peliculas.

Resultadosy Andlisis

En la figura 1 se muestra los espectros de PA para las
muestras CE188, CE194, CE196 y a laizquierda se
muestran |os espectrogramas de las mismas obtenidos
con AFM.

% InAsy_, S (CE 188
gul }

(

(Fase) Intensidad fotoacustica (u

(

20 a0 w0 800 1000 120 1400
Frecuencia (H2)

Fig.1. Fotografia de la interface de |la muestra CE188
obtenida mediante AFM y espectros de PA.

Anteriormente se ha demostrado [1], que en una
grafica de PA vs frecuencia el valor de la frecuencia
Vmin Para donde ocurre el minimo, se relaciona con el
valor del 1, de manera tal que valores mas altos del
Vmin COrresponden a valores mas altos para t,,. De la
figura 1 vemos que el mayor valor para v, €S parala
muestra 188. Esto implica que tiene la menor
probabilidad de recombinacion no-radiativa, es decir
tiene lamejor calidad de lainterfase.

Conclusiones

Crecimos peliculas semiconductoras epitaxiades de
INAsSb a diferentes temperaturas, grados de
supersaturacion. optimizamos los pardmetros de
crecimiento y con la sefial de fotoacustica podemos
determinar cuales son las condiciones para tener la
mejor interfase
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